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【はじめに】近年、超高圧アニールによるイオン注入 p型 GaN 活性層が実現し[1]、デバイス設計

自由度が格段に高まった。しかし、p型 GaN の表面加工によく用いられる ICP-RIE 等のプラズマ

プロセスは、窒素空孔関連の欠陥を増加させ、素子特性の劣化を招くことが知られている[2]。そ

こで本研究では低損傷な光電気化学（PEC）エッチン

グによる p-GaNの表面加工について検討を行った。ま

た、種々のプロセス後の表面状態を、電気化学容量－

電圧（ECV）法を用いて評価した。 

【実験方法】GaN 自立基板上に結晶成長した p-GaN

層表面を参照試料（AS）とし（Fig 1(a)）、これにエッ

チング面への通過電荷量が 300 mC/cm2となるように

PEC エッチング（PEC）を行った（Fig1(b)）。その後表

面全体を ICP-RIE（Pbias =30 W）で 50 nmエッチング

した（ICP）。プロセス毎にリン酸緩衝液（pH7.0）を

測定電解液に用いて、ECV 測定を行った。 

【結果と考察】得られた PEC エッチング深さは 12.5 

nmであった。Fig 2に各プロセス後に測定した p-GaN

試料の 1/C 2–Vプロットを示す。電圧軸切片から求め

られる内蔵電位は、ICP試料では大幅に増加したが、

PEC 試料では AS 試料の値と大きな差がなかった。こ

れらの結果は、PEC エッチングが p-GaN 表面の低損

傷加工に有効であることを示唆している。また、電気

化学的評価は、デバイスプロセスがもたらす p-GaN表

面状態の評価に有望であると考えられる。 
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Fig 1. Schematics of (a) p-GaN sample 

and (b) PEC etching setup. 

Fig 2. The 1/C 2-V plots measured on 

various p-GaN samples at 1 kHz. 
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